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1 概述

HWD7891MCH是一个8通道，带并行、串行接口选择功能的12位A/D转换器。它由一个输入多路选择器，

一个片上采样、保持放大器，一个高速12位ADC，一个2.5V的基准电压，片上时钟振荡器，信号调整电路

以及高速接口构成。工作在5V单电源下，模拟输入范围为±10V、±5V。可以通过MODE引脚选择串行工作

或是并行工作。器件有标准的控制输入，无论在串行或是并行工作方式下，都能快速的存取数据，很容易

与现代的微处理器、微控制器和数字信号处理器接口。

2 产品特点

1) 快速(1.6us)12BITADC

2) 8通道单端模拟输入

3) 输入范围可选：±10V、±5V

4) 并行和串行接口可选

5) 片上采保放大器

6) 单电源工作

3 功能框图

图 1 功能框图
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4 封装信息

HWD7891MCH封装外形及引脚排列图如下图所示。

图2 HWD7891MCH封装外形图
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图3 HWD7891MCH引脚排列图

HWD7891MCH引脚描述描述如下表所示。

表 1 HWD7891MCH 引脚描述

管脚 管脚名 功能描述

28-43 VINXA，VINXB

模拟输入通道。HWD7891MCH包含8个模拟输入通道。每个通道包含

两个输入引脚，可以配置成不同的模拟输入电压范围。将VINXA和VINXB

一起接输入信号可以配置成±5V输入范围，VINXA接输入信号，VINXB

接AGND可以配置成±10V输入范围。A2，A1和A0是通道选择的地址

线。在并行接口模式下，它们可以由DB3到DB5输入。在串行接口模

式下，它们可以由DATA IN引脚输入。通道选择器可以保证未被选择

的通道与系统是断开的。

4，13 VDD 电源管脚，5V

5，27 AGND 模拟地。采样保持电路，比较器和DAC的地。

14 DGND 数字地。数字电路的地。

44 STANDBY
待机模式输入。用来使器件工作于节能或者待机模式。STANDBY
在正常工作模式下输入为高电平，在待机模式下为低电平。

3
REF OUT
/REF IN

电压基准输入/输出。这个管脚提供内部基准电压的访问，也允许内部

电压基准被外部基准源驱动。当使用内部基准电压时，REF OUT引脚

与REF GND引脚之间应该接一个0.1uF的陶瓷电容。内部基准源的输
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管脚 管脚名 功能描述

出阻抗典型值为2kΩ。当使用外部基准源时，外部基准源应该接在这

个引脚上。电压基准引脚是带片上缓冲的，但是外部基准必须能通过

这2kΩ电阻对片上参考电压流入或流出电流。HWD7891MCH正确工

作时的基准电压为2.5V。

1 REF GND

基准源的地。片上电压基准缓冲器的地线。在REF OUT引脚和REF
GND引脚之间应该接0.1uF电容。如果HWD7891MCH使用外部电压基

准工作，外部基准必须对这个引脚去耦。REF GND引脚应该接在

AGND引脚或系统的AGND上。

24 CONVST
转换开始输入。边沿触发逻辑输入。这个引脚上的下降沿使采保电路

进入保持状态，然后初始化一次转换。当转换通道时，应该留出足够

的时间作为多路复用器的建立时间以及采保电路的获取时间。

26 EOC
转换结束信号输出。逻辑输出，低电平有效。该管脚用来指示转换器

的状态。这个引脚的输出信号的下降沿表示转换结束。EOC脉宽典型

值为80ns。

6 MODE
接口模式。决定接口工作模式的控制输入引脚。低电平时，

HWD7891MCH工作在串行模式；高电平时，工作在并行模式。

2，25 NC
无连接。这两个NC引脚可以悬空。如果要接电位，应该接地。为确

保HWD7891MCH正确工作，这两个NC都不允许接高电平。

23 CS 片选输入。低有效输入。它和RD，WR共同控制芯片的读写。

22 RD 读输入。低电平有效的逻辑输入，与CS共同使用来允许芯片数据输出。

21 WR

写输入。低电平有效的逻辑输入，与CS共同使用来写控制寄存器中的

信息。当工作软件模式时，WR的上升沿会产生一个内部脉冲，这个

脉冲用来延迟采样保持电路进入保持状态和转换开始的时间点。这个

时间用来作为当所选通道发生变化是时，通道选择器的建立时间和采

保电路的获取时间。SWCON=1时，当这个内部脉冲结束时，采样保

持电路进入保持状态，转换开始。如果SWCON=0，采保电路和转换

时序不受WR的影响。

7-12
15-20

DB0到
DB11

数据位0（最低位）到数据位11（最高位）。由CS和RD控制的三态输

出。
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5 绝对最大额定值及推荐工作范围

5.1 绝对最大额定值

序号 参数名称 参数值

1 电源电压（VDD） -0.3V～7V

2 模拟输入电压（VIA） ±17V

3 参考输入电压（VIR） -0.3V～VDD +0.3V

4 数字输入电压（VID） -0.3V～VDD +0.3V

5 数字输出电压（VOD） -0.3V～VDD +0.3V

6 引线耐焊接温度（Th） 260℃

7 储存温度范围（Tstg） -65℃～+150℃

8 结温（TJ） 175℃

注：器件在上述所列“绝对最大额定值”下工作，可能对该器件造成永久性损坏。

5.2 推荐工作范围

序号 参数名称 参数值

1 电源电压（VDD） 4.75V～5.25V

2 工作环境温度（TA） -55℃～125℃

6 电特性参数

表 2 电特性

特 性 符号

条 件

（除非另有规定，

VDD=4.75V~5.25V

AGND=DGND=0V

-55℃≤TA≤125℃）

最小 最大 单位

信噪比 SNR — 65 — dB

总谐波失真 THD — — -65 dB

尖谐波或寄生噪声 PH/SN — — -65 dB

通道隔离 CCI — — -65 dB

转换时间 tCONV — 一 1.6 us

分辨率 LSB — 12 — Bits

积分非线性 INL — — ±3 LSB
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特 性 符号

条 件

（除非另有规定，

VDD=4.75V~5.25V

AGND=DGND=0V

-55℃≤TA≤125℃）

最小 最大 单位

微分非线性 DNL — — ±2 LSB

正满程误差 EPF — — ±15 LSB

负满程误差 ENF 输入电压范围±5V — ±15 LSB

双极零误差 EZB 输入电压范围±5V — ±6 LSB

输入信号幅度范围 VIVR — 0 ±10 V

VINXA输入电阻 R — 15 — kΩ

REFIN 输入电压范围 VREF — 2.37 2.62 V

REFIN 输入阻抗 ZI — 1.6 — kΩ

REF OUT 误差 VE — — ±20 mV

输入高电平电压 VIH — 2.8 — V

输入低电平电压 VIL — — 0.8 V

输入电流 INH — — ±10 µA

输出高电平电压 VOH VDD=4.75V；ISOURCE=200µA 4.0 — V
输出低电平电压 VIO VDD=5.25V；ISINK=1.6mA — 0.4 V
DB11-DB0高阻漏电

流
IZ — — ±10 µA

待机电源电流 IDDSB 逻辑输入=0V或 5V — 6 mA

功耗 PD — — 150 mW

并联接口时序

/CS到 RD/WR建立时

间
t1 — 0 — ns

写脉冲宽度时间 t2 — 35 — ns

有效数据到写建立时

间
t3

— 25 — ns

有效数据到写保持时

间
t4

— 5 — ns

CS到 RD/WR 保持时

间
t5

— 0 — ns

/CONVST脉冲宽度时

间
t6

— 35 — ns

/EOC脉冲宽度时间 t7 — 55 — ns
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特 性 符号

条 件

（除非另有规定，

VDD=4.75V~5.25V

AGND=DGND=0V

-55℃≤TA≤125℃）

最小 最大 单位

读脉冲宽度时间 t8 — 35 — ns

在 RD下降沿后数据

访问时间
t9

— 25 — ns

在 RD上升沿后总线

离开时间
t10

— 5 30 ns

串联接口时序

RFS 低电平到 SCLK
下降沿建立时间

t11
— 30 — ns

RFS 低电平到有效数

据延时
t12

— — 20 ns

SCLK高电平脉冲宽

度时间
t13

— 25 — ns

SCLK低电平脉冲宽

度时间
t14

— 25 — ns

SCLK上升沿到有效

数据保持时间
t15

— 5 — ns

SCLK上升沿到有效

时间延时
t16

— — 15 ns

RFS 到 SCLK下降沿

保持时间
t17

— 20 — ns

在 RFS 上升沿后总线

放弃时间
t18

— 0 30 ns

在 SCLK上升沿后总

线放弃时间
t18A

— 0 30 ns

TFS 低电平到 SCLK
下降沿建立时间

t19
— 20 — ns

有效数据到 SCLK下

降沿建立时间
t20

— 15 — ns

有效数据到 SCLK下

降沿保持时间
t21

— 10 — ns

TFS 低电平到 SCLK
下降沿保持时间

t22
— 30 — ns
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7 功能描述

7.1 概述

HWD7891MCH提供两种接口工作方式，一个 12位并行接口和一个高速串行接口，并且均可以使用软

件模式和硬件模式进行触发，通过MODE引脚可以选择接口的工作模式。两种接口模式的读写过程均为时

钟下降沿有效，所以建议在不进行数据读写操作的过程当中将时钟维持在高电平。器件在接收到一次转换

命令并进入转换过程当中时，在 EOC信号下降沿到来之前不会响应新的转换指令。

7.2 功能描述

7.2.1 控制寄存器

HWD7891MCH的控制寄存器包含下述 6 位信息。这 6 位信息可以在并行或串行工作模式下，写入控

制寄存器。控制寄存器的所有位在上电后都被复位为 0。在串行工作模式下，必须从外部给芯片输入 6个串

行时钟脉冲才能将数据写入控制寄存器。如果 TFS 在 6个串行时钟之前就恢复到高电平，数据不会被写入

控制寄存器，必须重新启动写操作来将数据写入控制寄存器。然而如果控制寄存器的 SWCONV位之前已经

被写入 1，TFS 在 6个串行时钟之前恢复到高电平，芯片将开始一次转换操作。

图4 HWD7891MCH控制寄存器

A2：地址输入。多路复用器地址线的最高位。

A1：地址输入。多路复用器地址线的次高位。

A0：地址输入。多路复用器地址线的最低位。

所选通道与地址的关系式如下：A2×4+A1×2+A0+1。

SWCONV：转换开始。将这一位写 1时，类似使用 CONVST输入一样，将开始一次转换。当这一位恒

为 1时，不会发生连续转换过程。当向这一位写 1时，将会产生一个内部脉冲，然后开始一次转换过程。

SWSTBY：待机模式输入。向这一位写 1，可以使芯片进入待机或关断模式。向这一位写 0，器件进入

正常工作模式。

FORMAT：数据格式选择。向这一位写 0，输出数据格式将被设置为自然码，这种数据格式一般用于单

极输入范围。向这一位写 1，输出数据格式将被设置为二进制补码，这种数据格式一般用于双极输入范围。

7.2.2 并行接口模式

将MODE输入引脚接高电平，可以使芯片进入并行接口模式。在WR的上升沿，多路复用器的地址被

写入 HWD7891MCH。在 CONVST的下降沿，片上采保电路进入保持模式，转换开始。当转换结束时，转

换结束指示信号 EOC由高电平变成低电平，此时可以从 HWD7891MCH的输出寄存器读取新的转换结果。

EOC信号可以用来驱动微处理器边沿触发的中断。读取 12位转换结果时，需将 CS和 RD置低电平。当芯
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片被用在与门阵列或 ASIC接口的系统中时，EOC脉冲可以接在 CS和 RD输入端，来读取 HWD7891MCH

的输出数据，然后写入门阵列或 ASIC中。这意味着门阵列或 ASIC不需要任何转换状态识别逻辑，同时也

不需要产生读取 HWD7891MCH的读信号的逻辑电路。

7.2.3 串行接口模式

将MODE输入引脚接低电平，可以使芯片进入串行接口模式。这时，并行接口工作模式下的其中 5位

数据/控制输入将完成串行接口功能。

HWD7891MCH的串行接口是一个具有读写功能的 5端口接口。在串行接口模式下，通过 DATAOUT

引脚来读取输出寄存器，通过 DATA IN引脚来将数据写入 HWD7891MCH。芯片需要将外部串行时钟接在

SCLK输入引脚，来控制数据从控制寄存器的读取过程。芯片提供独立的读取（RFS）和发送（TFS）帧同

步信号。HWD7891MCH的串行接口使得它可以与提供和串行数据同步的串行时钟信号的系统连接，例如

80C51，87C51，68HC11和 68HC05，以及很多数字信号处理器。

当 HWD7891MCH被用在串行接口模式时，数据线 DB11和 DB10应该接逻辑低电平，CS，WR和 RD

应该接高电平。引脚 DB4 到 DB0 可以接高或低电平，但是一定不能悬空，因为悬空会使 HWD7891MCH

消耗较多电流。

8 应用建议

8.1 并行接口硬件触发工作模式

在并行模式下工作，控制寄存器的内容通过以下 IO引脚写入控制寄存器：

表 3 HWD7891MCH 并行引脚说明

引脚序号 引脚名 注释

17 A0
地址输入。在并行写操作时，这个输入的状态被

写入控制寄存器的A0位。（见控制寄存器部分）。

16 A1
地址输入。在并行写操作时，这个输入的状态被

写入控制寄存器的A1位。（见控制寄存器部分）。

15 A2
地址输入。在并行写操作时，这个输入的状态被

写入控制寄存器的A2位。（见控制寄存器部分）。

18 SWCON
软件转换开始。在并行写操作时，这个输入的状

态被写入控制寄存器的SWCONV位。

19 SWSTBY
软件待机控制。在并行写操作时，这个输入的状

态被写入控制寄存器的SWSTBY位。

20 FORMAT
数据格式选择。在并行写操作时，这个输入的状

态被写入控制寄存器的FORMAT位。

并行接口硬件触发模式的时序如图 5 所示。在使用此工作模式时，该时序适用于 HWD7891MCH 和

AD7891，由于 HWD7891MCH 在 CONVST 下降沿触发转换，而 AD7891在上升沿触发转换，当采用同样
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时序时，对采时间而言，HWD7891MCH的采样时间减少了 t6。t6为 CONVST脉宽，要求≥35ns。当 tsettle

设置为≥900ns时，该时序同时适用于 HWD7891MCH和 AD7891，可直接替换，无需做硬件修改和软件修

改。

图 5 并行接口硬件触发模式时序图

8.2 并行接口软件触发工作模式

图 6 并行接口软件触发工作模式时序图

并行接口软件触发工作模式时序如图 6 所示，如果通过把寄存器的 SWCONV位写“1”的方式来触发转
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换，在通道切换时，建立时间是内部控制的，通过外部时序无法增加建立时间。为确保通道切换后，采样

电路充分完成建立，建议连续做两次配置寄存器的操作。第一次配置的作用是切换通道，SWCONV配置成

“0”；第二次配置的作用是触发芯片转换，SWCONV配置成“1”，且两次配置的通道地址应该是一致的。请

将 tsettle设置为≥900ns；即两次写入的上升沿之间的时间间隔。要求 tsettle≥900ns，同时要求第二次写和读之间

的转换时间≥2.5us。该时序也可兼容于 AD7891。

8.3 串行接口硬件触发工作模式

当芯片被配置成串行工作模式（MODE=0）时，12位数据线中的 5 位用来实现串行接口功能。这些功

能的简述如表 4所示：

表 4 HWD7891MCH 串行引脚说明

引脚序号 引脚名 注释

12 SCLK
串行时钟输入。这是一个外部串行时钟，用于读

写控制寄存器的时序控制。

9 TFS
发送帧同步脉冲。低电平有效的逻辑电平。TFS
的下降沿到来时，数据有效。

10 RFS
接收帧同步脉冲。低电平有效的逻辑电平。RFS
的下降沿到来时，数据有效。如果需要同时发送

和接收数据，可以将RFS和TFS接在一起。

15 DATA OUT

串行数据输出。共16位有效数据，前4位为控制寄

存器的FORMAT位和3位地址位，接着是12位转

换结果。在RFS变低电平后，串行数据在SCLK的
前16个下降沿处有效。当FORMAT=1时，输出数

据为二进制补码；当FORMAT=0时，为自然码。

11 DATA IN

串行数据输入。串行数据可以通过这个引脚写入

控制寄存器。在TFS变低电平后，在SCLK的前6
个下降沿处，串行数据的前6位会被写入控制寄存

器，接下来的串行数据会被忽略。

7，8 TEST
测试引脚。当器件被配置成串行工作模式时，这

两个引脚编程测试输入引脚。为确保芯片正确工

作，这两个测试引脚都必须接逻辑低电平。

图 7 串行接口硬件触发工作模式

串行接口硬件触发工作模式时序如图 7 所示，在此工作模式下只需执行一次写入操作，但请将 tsettle设
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置为≥900ns，以确保采样电路充分完成建立。该时序适用于 HWD7891MCH和 AD7891，同理当采用同样时

序时，对采时间而言，HWD7891MCH的采样时间也减少了 t6。当 tsettle设置为≥900ns时，该时序同时适用

于 HWD7891MCH和 AD7891，可直接替换，无需做硬件修改和软件修改。

8.4 串行接口软件触发工作模式

串行接口软件触发工作模式时序如图 8所示，TFS 输入引脚变为低电平时，表示将发生串行写入操作。

HWD7891MCH控制寄存器共 6位。这些数据将在串行时钟的前 6个时钟周期写入控制寄存器，后面的串

行时钟周期都将被忽略。写入 HWD7891MCH的串行数据必须在 SCLK的下降沿到来时有效。

图 8 串行接口软件触发工作模式

如果通过把寄存器的 SWCONV 位写“1”的方式来触发转换，在通道切换时，建立时间是内部控制的，

通过外部时序无法增加建立时间，为确保通道切换后，采样电路充分完成建立，建议连续做两次配置寄存

器的操作。第一次配置的作用是切换通道，SWCONV 配置成“0”；第二次配置的作用是触发芯片转换，

SWCONV 配置成“1”，且两次配置的通道地址应该是一致的。请将 tsettle设置为≥900ns，同时要求第二次写

和读之间的转换时间≥2.5us。

当写入寄存器的数据为 6个时钟周期时，如果时钟速率较快（约大于 6.6MHz），请尽量将 tTFS设置在

600ns以上，以确保输出数据的精度；如果时钟速率较慢（约小于 6.6MHz），则可以将 tTFS设置为一个时钟

周期；当寄存器输入配置数据与输出数据位数相同时（16位），tTFS最好设置为≥100ns。

该时序也可兼容于 AD7891。

8.5 简易串口模式

当 HWD7891MCH工作在串行模式时，若将/TFS 和/RFS 连接在一起，则 HWD7891MCH将工作在简化

串口模式，其工作时序如图 9所示。与图 8基本相同，区别在于当/TFS 和/RFS 连接在一起时，读写同时发

生。第三次读写时，DATAIN的数据需要保持通道地址 A2、A1、A0和 FORMAT位不变，SWCONV位写“0”。

第一次和第二次读写时，读出的数据是无效数据，只有第三次读出的数据才是本次 A/D转换的有效数据。

该时序也可兼容于 AD7891。
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图 9 简易串口模式时序图

8.6 模拟输入部分

每个输入可以配置为从±5V和±10V模式。对于±10V的模式，需要将 VINXB输入连接到 AGND，输入

电压施加在 VINXA；对于±5V的模式，需要将 VINXA和 VINXB连接到一起，输入电压同时施加在这两个

管脚上；

VINA和 VINB输入是均匀对称和互换的，因此，在配置成为±5V模式时，为了 PCB 布局方便，输入

电压可以接在 VINXB引脚，而 VINXA引脚接 AGND。

9 使用注意事项

器件必须采取防静电措施进行操作。

该器件操作注意事项如下：

a) 器件应在防静电的工作台上操作；

b) 试验设备和器具应接地；

c) 不能触摸器件引线；

d) 器件应存放在导电材料制成的容器中；

e) MOS区域内避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物；

f) 若可行，相对湿度保持在 50%以上。
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10 订货信息

表 2 产品订货信息

序号 产品型号 封装形式 封装材料 质量等级 引脚材料 重量（g） 典型尺寸（mm）

（长×宽×高）
详细规范

1 HWD7891MCH CQFP44 陶瓷 B级 镀金 0.78 10×10×2.5 Q/HWD 20257-2014
注1：

a) Q/B/B1级器件满足GJB 597A-1996或GJB 597B-2012 《半导体集成电路通用规范》Q/B/B1级的筛选要求。

注2：产品订货信息为我司已有产品或确定研制的器件，可根据用户需求研制其他封装形式的器件。
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